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Тема дисертації:
1. Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію

2. Features of thermal transport in porous silicon-based semiconductor structures

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена експериментальним дослідженням особливостей теплового транспорту в
напівпровідникових структурах на основі поруватого кремнію (ПК) фотоакустичними (ФА)
газомікрофонними методами. Запропоновано модель формування ФА відгуку в структурах з різною
конфігурацією пор при застосуванні ФА методів у фронтальній конфігурації, яка дозволяє визначити їх
коефіцієнт теплопровідності (ТП) в більш широкому діапазоні значень, ніж модель «критичної частоти».
Встановлено, що збільшення рівня легування вихідних пластин кремнію на 4 порядки зменшує ТП
утвореного масиву нанониток у 25 разів. Показано, що приріст ТП при інкорпоруванні рідини в пори у
системах з фрактальною морфологією значно вищий, ніж у системах з впорядкованою структурою.
Експериментально встановлено залежність ТП аморфізованого ПК різної поруватості від частки аморфізації.
Показано, що застосування ФА методу дозволяє визначити коефіцієнт ТП зразків з високими значеннями



поруватості та частки аморфізації (> 70 %). Експериментально отримано залежність ТП мультишарової
системи на основі ПК від просторового розподілу періодично розташованих субмікронних шарів ПК різної
поруватості. Запропоновано модель, яка вказує на наявність теплового опору інтерфейсу між шарами ПК
різної поруватості. Отримано залежність величини цього опору від різниці поруватості між шарами ПК.

2. The thesis is devoted to the experimental study of thermal properties of porous silicon (PSi) based structures by
photoacoustic (PA) gas-microphone technique. A theoretical model describing the formation of PA response in PSi
structures with different pore morphology by the PA gas-microphone method in classical configuration is
proposed. The model allows to determine thermal conductivity (TC) of porous structures in a wider range of values
than by the «critical frequency» model. It was stated that increasing of doping level of the initial Si wafers by 4
orders of magnitude reduces the TC of formed silicon nanowire arrays by 25 times. It was shown that the TC rise
of PSi with fractal morphology after the incorporation by liquid is much higher than in systems with well-ordered
structure. The TC dependence of amorphous PSi with different porosity on the amorphous fraction was
experimentally obtained. It was shown that PA method allows evaluating TC values of PSi with both high porosities
and amorphous phase values (> 70%). The dependence of TC of multilayer PSi based systems on the spatial
distribution of periodical submicron PSi layers with different porosities was experimentally obtained. The model
describing TC of such systems by presence of interfacial thermal resistance between PSi layers is proposed. The
dependence of thermal resistance values on differences in porosity values of PSi is obtained.
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